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１．概要（Summary） 

 近年電源の究極の小型化が可能なパワーSupply on 

Chip(power SoC)が注目を集めている[1]。我々の研究グ

ループは、さらなる小型化を狙いとして３次元パワ power 

SoC を提案した[2,3]。そのキープロセスとなるのは 400℃

以下での低温のウエハーtoウエハー、チップ to ウエハー、 

チップ to チップ接合技術である。本報告では、低温の接

合技術について検討した結果を報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 リアクティブイオンエッチャー、プラ

ズマ CVD 

【実験方法】 

 Si 酸化膜/Si、絶縁膜/Si、絶縁膜/Si 酸化膜/Si 構造の

基板またはチップを用いて、酸素プラズにより表面を活性

化した後、純水中に基板またはチップをディップし、チッ

プまたはウエハーを接合し、真空中に放置した。なお、絶

縁膜は原子層堆積装置で堆積した。１回目の接合で接合

しなかった一部のチップについては150-450MPaで接合

装置を用いて加圧した。その後、一部のチップやウエハ

ーについては接合後、真空中で 200℃または 400℃でア

ニールした。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ウエハーto ウエハー接合では、酸化膜—酸化膜、絶縁

膜—絶縁膜はそれぞれ７枚中７枚、４枚中４枚接合した。

ウエハーto ウエハー接合では、100％接合可能であった。

チップ to チップの接合においては、酸化膜—酸化膜での

接合の場合、27 組中１９組、絶縁膜—絶縁膜の接合の場

合19組中11組接合できた。酸化膜—酸化膜での接合で

接合しなかったチップに対して真空中で加圧したところ、

８組中７組接合した。Fig．１に酸化膜—酸化膜接合の場

合の、接合面積と接着強度の関係を示す。チップ to チッ

プ接合の場合、接合強度はアニール温度や圧力には依

存しない。低接合強度では、接合強度は接合面積に依

存した。 
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Fig. 1 Dependence of adhesive strength on 

      adhesive area.  


